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(57) Abstract: The invention relates to a method of coat-
ing a surface of a substrate with a nucleation film made
from a metal material, said surface being a conducting or
semiconducting surface and comprising recesses and/or
protrusions. The inventive method consists in: deposit-
ing an organic film on the surface, the thickness of said
film being such that the free face thereof conformally fol-
lows the recesses and/or protrusions of the conducting or
semiconducting surface on which it is deposited; insert-
ing a precursor of the metal material into the organic film
deposited on the surface, simultaneously with or follow-
ing the step consisting in depositing the organic film on
said surface; and transforming the precursor of the metal
material into the metal material. The inventive method
can be used for the production of integrated circuits, mi-
croelectronic interconnections and microsystems.

(57) Abrégé : La présente invention se rapporte &
un procédé de revétement d'une surface d'un substrat
par un film de germination d'un matériau métallique,
ladite surface étant une surface conductrice ou
semi-conductrice de 1'électricité et présentant des creux
et/ou des saillies. Le procédé comprend : disposer sur
ladite surface un film organique ayant une épaisseur telle
que la face libre de ce film suit de maniére conforme
les creux et/ou saillies de ladite surface conductrice
ou semi-conductrice de 1'électricité sur laquelle il est
disposé ; insérer au sein dudit film organique disposé sur
ladite surface
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un précurseur du matériau métallique, en méme temps que, ou apres, 'étape consistant a disposer sur ladite surface ledit film or-
ganique ; et transformer ledit précurseur du matériau métallique inséré au sein dudit film organique en ledit matériau métallique. Ce
procédé permet la fabrication de circuits intégrés, d'interconnexions en microélectronique, et de microsystémes.



